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１．概要（Summary） 

AlGaAs/GaAs 系材料に対し、ドライエッチングによる

メサ加工面へのオーミック電極作成プロセスを確立するこ

とを目的としている。一般的な構造に比して Al 組成が

高い層構造を持つサンプルに対し、NIMS 微細加工プラ

ットフォームの ICP エッチング装置を用いて加工を施し、

良好なコンタクトを得るための条件を模索した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

・ICP 原子層ドライエッチング装置 

(PlasmaPro 100 Cobra 300 ALE) 

・化合物エッチング装置  (RIE- 101 iPH) 

【実験方法】 

2 inch GaAs 基板上に AlGaAs 多層膜(各層の膜厚

は約 100 nm)を形成したサンプルに、レジストマスクを形

成してドライエッチングによる加工を施した。 

このサンプルに対し、NIMS 微細加工 PF の ICP 原

子層ドライエッチング装置を用いて Table 1 の条件でド

ライエッチ加工を実施した。サンプルは Si 基板にグリス

を用いて貼り付け、装置に導入した。 

このサンプルに自社にて AuGe/Ni 電極を蒸着し、コ

ンタクト特性を評価した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

サンプルにドライエッチング処理を施したところ、エッチ

ング面は Al 組成が高いため、Fig. 1(a)に示すように取

り出し直後に酸化膜が形成され、これによりコンタクトが阻

害された。 

これに対し、BHF (バッファード・フッ酸)処理によって、

Fig. 2 に示すように酸化されやすい高 Al 組成層を選

択的に除去した。その面に AuGe/Ni 電極を蒸着する

ことで、良好なオーミックコンタクトを得ることができた。 

４．その他・特記事項（Others） 

技術支援を頂いた NIMS 微細加工 PF の吉田美沙様、

並びに関係各位に感謝申し上げます。 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし 

６．関連特許（Patent） 

なし 

Table 1 AlGaAs etching recipe 

Fig.2 SEM micrographs of AlGaAs surface 

(a) without and (b) with BHF etching 

process. 

Fig.1 Images of etched surface (a) without 

and (b) with BHF etching process. 


